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【はじめに】ＶＬＳ（Ｖａｐｏｒ－Ｌｉｑｕｉｄ－Ｓｏｌｉｄ）成長法は、次世代以降のデバイ

ス構成要素として注目を集めている１次元構造半導体ナノワイヤを作製する技術として長年にわ

たり研究されている。Ｓｉの成長については、Ａｕが代表的な触媒として用いられているが、触

媒同士の凝集、基板表面の拡散による均一性の低下等の問題が明らかになっている。今回、基板

と触媒の間に拡散抑制層を挿入し、成長均一性の改善を試みたので結果を報告する。 

【実験】電子ビーム描画と蒸着を用いて、①Ａｕ７ｎｍ、②Ａｕ／Ｔｉ（７ｎｍ／３ｎｍ）、③Ａ

ｕ／Ｎｉ（７ｎｍ／３ｎｍ）の、４０－７０ｎｍ径のパターンをＳｉ（１１１）基板上に形成し、

ＬＰＣＶＤ装置でＳｉＨ４分圧６６ｍｔｏｒｒ、５００℃条件でＶＬＳ法によりナノワイヤを成長

させた。成長結果をＳＥＭ、ＴＥＭ、ＥＤＸを用いて解析、分析した。 

【結果】拡散抑制層を挿入した②と③のサンプルにおいて、成長歩留まりに加え、径と長さの大

幅な改善が確認された。触媒のＥＤＸ分析より、触媒中には過飽和状態を変動させるほどの拡散

抑制層物質の残留は認められず、成長阻害等の弊害がないことを確認した。また、サンプル形成

段階では触媒と基板が直接接触していない状態でありながらも＜１１１＞方位への成長が確認さ

れた。また底部の断面ＴＥＭ観察により、拡散抑制層がシリサイド化しＡｕ触媒の拡散を抑制し

ていること、シリサイド化により基板面方位がナノワイヤ成長方位に反映されていること、等が

推測される。講演では、推定される成長改善のメカニズムについて説明する。 
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